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1. 研究背景・目的 

BaV10O15はVの三角格子からVが規則的に抜け

た ab面の層が，c軸方向に積み重なった構造をし

ている物質である。Vの平均価数が+2.8価である

ため電荷自由度があり，V3+(3d2)では、3重縮退し

た t2g軌道に 2個しか電子がないため、軌道自由度

がある。この物質は Tc=123K付近で軌道整列に伴

う三量体相転移を起こし，物性に異常がみられる
1)。この物質では、Baサイトにイオン半径の異な

るSrをドープすることで三量体相転移温度を制御

しようと試みられてきたが，Srドーピングでは三

量体相転移温度の試料依存性が大きく，安定的な

制御には至っていない 2)。一般的に、軌道整列はラ

ンダムな格子歪みで容易に壊れることが知られて

いる。そこで本研究では，Vサイトに Tiをドープ

することで，三量体相転移温度を制御することを

目指した。 

2. 実験方法 

還元雰囲気下の Floating Zone法により

BaV10-xTixO15(x=0.1, 0.15, 0.2)単結晶試料を作製

し，四端子法によって電気抵抗率を，SQUIDで磁

化率を測定した。 

3. 実験結果と考察 

電気抵抗率測定の結果を図 1に示す。x=0.1, 0.15

の結果と先行研究(x=0で Tc=123K)1)から，Tiドー

プ量を増やしていくと，三量体相転移に伴って電

気抵抗率が跳ぶ温度が下がっていくことが分か

る。このことから，Tiドーピングによって三量体

相転移温度が制御できることが分かった。また，

x=0.2では電気抵抗率の跳びはなく，x=0.2で三量

体相転移が消えることが分かった。 

図 2に、Tiをドープした試料において、急冷後

に昇温して測定した電気抵抗率測定の結果を示

す。転移温度が80Kの x=0.15において、急冷す

ると最低温まで系が高温相にとどまる様子が観測

された。更に，磁化率測定において，急冷後に温

度を一定に保った状態で、系が時間とともに準安

定な高温相から安定な低温相へ変化する緩和現象

も観測された。 
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図 1 電気抵抗率の温度依存性(徐冷) 

 
図 2 電気抵抗率の温度依存性(急冷) 
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図 3 磁化率の緩和 

 


